ELECTRONICA DE POTENCIA

Amplificacid de pctdncia
Consideracions térmiques. Distrosidé. Amplificadors de potencia clase A

B i AB: rendinents i eficiéncia.

Fonts d alimentacid i rrquladors
Rectificacid, Filtres. Caracteristiques i tipus de reguladors. Reguladors

conmutats. Ccnvertidors DC-DC. Control de fase.

TECNOLOGIA

Y PN
Tecnologia morolitica
Tecnologia planar: fonaments. Fotol’iografia: fotoresines i mascares.
Alineadcrs de mascares: tolerdncies. Atac quimie i sec. Litogrefia per

feix d“electrons i per raigs X.

Craix@ment cristal.li: obleas. Téeniques de deposicid: evaporacid, spu-
ttering,- anoritzacid i CVD. Tecnicues de creixement: epitaxia i oxidacid.
Introduccid d impureses: difusid i implantacid. Métodes de mesura i caract

ritzacid.

Técnigues 4 encapsulament
"Separacid i soldadura del chip. Soldugura dels fils de contactes. Tipus

ge capcules. Consideracions térmicuss.

COMPCNEMTS INTEGRATS

Transistor bipolar

Fonaments fisics. Models estacionaric i din3mics. Limitacions de tensid

polars integrats: mdéto~-

=0

i corrent. Limitacions termiques. 7vensistors b
des d’aillament. Tranmsistors npn: ronexions com a diodes. Transistors pnp:-

de substracte i laterals.

Transistor d’efecte de camp d unidé (JIFET)

Fonaments ffsics. Models estacionaris i dinamics. Aplicacions. JFET‘compa-

tiples amb tecnoldgia bipolar.



Unid metall-semiconductor

Unid ideal: tipus. Caracteristiques corrent-tensid. Diode Schottky.
Infludncia dels esfCats supwrficials. Coritactes dhmmics. Aplicacions.

Estructura Mis-tdnel: corrents.

Estructura metéll-aillant-semiconductdr (mos)

Diagrama de bandes. Estructura MOS poIaritzﬁda. Capacitat. Condicions
superficials de no-equilibri. Efectes de la carrega en el 8xid i dels

estats supecficials.

Transistor d’efecte de camp dec portz alllada (IGFET)

flodel de control de chirrega. Analici distribuida. -Parimetres. Mecdel de

Shichman-Hodges. Tecnolies MUS. Lim’tacions i efectes de canal curt.

A
ELECTRONICA INTEGRADA

El amplificador operacional

Etapes d’entrada. Fonts de corrent. Cirregues actives: Etapes de sortid

Resposta en freqlencia. Tipus de f:0.

Altres circuits inteqgrats analdgicsg

_ Reguladors de tensid. Refer®ncies uz tensid. Mutiplicadors. Moduladors.

PLL. Timers. Conucrtidurs.-

,Famfiies'lﬁg;qyes bipolars

. . . 2 . ' . ; : ;
Familice TL. Families I'L. Fam{iies ECL. Estudi comparatiu.

Inversors ldgics MOS

Inversor amb cirrega activa satureds i no saturada. Inversor amb trer.s:

tor de carrega de deplecid. Fahfaia $MOS.

Memdries integrades

Tipué de’ memdries. Membries RAM. Memdries ROM i PE6M. Memdries CCD.
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